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6.2 verwendete Chemikalien, Materialien und technische Gerite
6.2.1 Materialien:

e Silber Epoxyd-2-Komponentenkleber von Panacol (Elecolit 3025)

¢ Indium Gallium Eutektikum am Hahn-Meitner-Institut hergestellt

e Platinpaste von SPI supplies; 569 East Gay Street, West Chester, PA 19380,
USA; http://www.2spi.com/

e Epoxydkleber: Araldit Rapid, Zweikomponenten-Alleskleber auf Epoxidharzbasis.

e Scrintec 901: besitzt bei der Verarbeitung eine flieRfahige Konsistenz und vernetzt

zu einem hochdispersiven roten Siliconkautschuk.
6.2.2 Chemikalien:

e Acetonitril von Petrochem (HPLC grade, 99,9%).

e p-Benzochinone (M=108 g/Mol) von Merck (p.a.).

¢ p-Hydroydrochinone (M= 110 g/Mol) von Janssen Chemika (p.a.).
e L-Cystein (M=121 g/Mol) von Fluka (Mikro select >99,5).

Hz
W

Abb. 90 L-Cystein
¢ Natriumdodecylsulfat (M=288 g/Mol) von Fluka (p.a.)
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Abb. 91 Natriumdodecylsulfat
e EDTA, (M=336 g/Mol)Ethylendiamintetraacetetdinatriumsalz von Aldrich

e Eisen(lll)chlorid (M=162 g/Mol) von Merck (98 %)
e Eisen(ll)chlorid Tetrahydrat (M=198 g/Mol) von Fluka (98 %)
e Ferrocen (M=186 g/Mol) von Fluka (purum 98 %)
e Hexacyanoferrat (rotes und gelbes Blutlaugensalz)
o Ks[Fe(CN)e] (Kaliumferricyanid) (M=329 g/Mol) von Merck (p.a.)
o  Ky[Fe(CN)e] (Kaliumferrocyanid) (M=422 g/Mol) Trihydrat von Merck (p.a.).
e lod (M=254 g/Mol) von Ferak (doppelt sublimiert).
e Kaliumiodid (M=166 g/Mol) von Merck (p.a.).
e Kaliumsulfat (M=174 g/Mol) von Merck (p.a.).
e Methionin (M=149 g/Mol) von Fluka (Mikro select >99,5 %).

H,
R

H
Sf""CHz

Abb. 92 Methionin
¢ Molybdan(Vl)oxid (M=144 g/Mol) von Aldrich (99,5 %)

e NAT (Tris(carboxymethyl)amine) (M=191 g/Mol)von Aldrich (99 %).
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o)
'ﬂ CH; —(|:| —OH
HO—C —CH, —N
CH, _ﬁ —OH
o)
Abb. 93 NTA

e Natron- und Kalilauge beide von Merck.

e 1-Octanthiol (Dichte?’: 0,84 g/cm® M= 146 g/Mol) von Aldrich (98 %).

e Perchlorsiure (Dichte™: 1,53 g/cm?®) von Merck.

o Schwefelsaure (Dichte?®: 1 g/cm®) von Merck.

e TBAP (Tetra-n-butylammoniumperchlorate) (M=341 g/Mol) von Merck (p.a.)
e Natriumthiocyanat (M=81 g/Mol) von Aldrich (98 %)

e Tween 20 (Poly-n-oxyethylenesorbitan-monolaureate, n ca. 20) (Dichte®: 1.1
g/cm?®, M=1222 g/Mol) von Aldrich ().

HOKC Hy CHoO o HOCHZE R FOH

0" T CH{OCH,C H¥OH !
I 1]
£Hy O (CHy CHy OF1 CHy CHy O —C —CHCH)gCH,

Sumofwm+x+y+z=20

Abb. 94 Tween 20
e Tween 80 (Poly-n-oxyethylenesorbitan-monooleate, n ca. 20) (Dichte®: 1.1

g/cm?®) von Fluka.

HO{CHZCHL0),, (OCHCH2),OH

=

07 “CH(OCH,CHy),OH O
CHQO—(CHQCHQO)M—CHQCHQO—&—CHQI[CH2)5CHECH=CHCHQ(CHQJECH3
Sumofw+x+y+z =20

Abb. 95 Tween 80
e Tween 85 (Poly-n-oxyethylenesorbitan-trioleate, n ca. 20) (Dichte®: 1.1 g/cm®)

von Aldrich.
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HO(EHC H O ﬁx( 0OC HzCHz#0OH
0~ "CHOCHLCHowOH 0
I "
CH; O (CH; CHp Ot CH; CH, O—C —CHYCHZ),CRy
Sumofum+x+y+z=20

R= CHy CH=CH CHED H)LCH,

Abb. 96 Tween 85

6.2.3 technische Gerate:
Verwendete LEDs und Lampen:

e Laser Diode Controler von Profile, Model LDC 200m
mit:
- 626 nm LED von Conrad: superhelle LED: Nr. 186597-14 mit 6500 mcd
- 875 nm LED von Conrad: Nr. 185809-14

e Schott KL 1500 mit halogen reflector lamp HLX 64634 EFR 15V, 150 W, 3200 K

von Osram.
e Xenonlape, 450 Watt, XBO/W von Osram.
Potentiostat:
e Modell :POS 73 von Bank
Lock In:

e Modell DSP830 von Stanford Research System
e Modell 5205 von EG&G

Mikrowellenquelle:

e Millimeter Oszillator Company, Model 28MT100-35 S/N 105
verwendeter Bereich: 36000 Hz (160 mW)
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6.2.4 Kristallchargen:
e c12 Ampulle @ 20, 2, 190mm Transportmittel I, (7.3mg/cm3), 2 g MoS; + 25
mg MoO3;

o r5: Ampulle @ 30, 2, 110mm, Transportmittel Bry, 2 g MoS; + MoO3 (25mg)
Temperaturgradient 930/890°C

e r9: Ampulle & 30, 2, 75mm, 2 g MoS; +MoO3 (25mg) Transportmittel Bry;
Temperaturgradient 930/890°C

e r12:  Ampulle @ 30, 2, 75mm, 2 g MoS; + MoO3 (25.7mg) Transportmittel
Bry;, Temperaturgradient 900/850°C

e r14: Ampulle @ 30, 2, 75mm, 2 g MoS; + MoO3 (28mg) Transportmittel Bry;
Temperaturgradient 900/850°C

e r15:  Ampulle @ 30, 2, 75mm, 2 g MoS; + MoO2 (26mg) Transportmittel Bry;
Temperaturgradient 900/850°C
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6.5 Symbole und Konstanten

P Spezifischer Widerstand [QQcm]
u elektrochemisches Potential
o Absorptionskoeffizient [cm™]
T Lebensdauer
c Leitfahigkeit [Siemens/cm]
L Geschwindigkeit
Beweglichkeit von Elektronen oder
ol Hp Lochern
C Lichtgeschwindigkeit
Konzentration von  Akzeptor und
Cor Grc Donator
D Diffusionskonstante
Ec und Ey Energie von Leitungs- und Valenzband
I Strom [A]
k Boltzmannkonstante
Ket Ladungstransferkonstante
L Diffusionslange der Locher
Lg Debye-Lange
MWR Mikrowellenreflexion
Na Zustandsdichte an Akzeptoren
Nc Zustandsdichte im Leitungsband
Np Zustandsdichte an Donatoren
Ny Zustandsdichte im Valenzband
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pundn Locher und Elektronen
QE Externe Quantenausbeute
R Widerstand oder allgemeine
Gaskonstante
s und o Volumen- und
Oberflachenrekombination
T Zeit [s]
U Spannung
Vv Spannung
w Raumladungszonenbreite
R: Allgemeine Gaskonstante 8, 314 J mol”" K’
N Avogadrosche Konstante 6, 022 x 10% mol™
k: Boltzmannsche Konstante 1,381 x 102 J K’
q: Elementare elektrische Ladung 1,602x 10" C
F: Faradaysche Konstante 9, 649 x 10* C mol?
c: Lichtgeschwindigkeit 2,998 x10°ms™
h: Plancksches Wirkungsquantum 6,626 x 10 Js
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